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【はじめに】 

強誘電分極反転挙動の理解は基礎および応用面の双方に

おいて重要である．本講演では，ナノスケールの分極反転挙

動のイメージングを可能とする新たな手法を提案する．[1] 

【走査型非線形誘電率顕微鏡を用いた局所 C-V マッピング】 

提案手法は走査型非線形誘電率顕微鏡（SNDM）[2]をベー

スとするイメージング手法である．装置構成を Fig. 1 に示す．

通常の SNDM観察では分極反転を生じない程度の微小なAC

バイアスを印加し，そのときの静電容量変化を検出する．そ

の応答は通常 Fig. 2(a)に示されるような正弦波に近い波形と

なり，その位相が分極方向に対応する． 

一方，分極反転電圧を超える大振幅の AC バイアスを印加

した場合には，Fig. 2(b)に示すような周期パルス状の応答波

形が得られることがある．このときのパルス列の周波数は

AC バイアスの 2 倍であり，分極反転に由来したものである

と考えられる．このような応答波形について，横軸をバイア

ス電圧にとりプロットすると，Fig. 3 に示すように，マクロ

測定でもよく見られるような，強誘電体特有のバタフライ状

の C-V 曲線が描かれる． 

Fig. 4 はドメイン壁近傍での応答波形の評価を目的とし，

180°ドメイン構造を有する強誘電体結晶を測定対象として

選び，取得したマッピングデータの一例である．この 256×256

ピクセルのデータより，任意の点での C-V 曲線を再合成して

表示することができるが，その詳細は講演当日に示す． 
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Fig. 1 System configuration for local C-V mapping 

based on SNDM. 

Fig. 2 Time waveforms of the FM demodulator 

output in SNDM measurement. The 

waveforms were obtained with a 70-nm-thick 

LiTaO3 single-crystal sample at an AC-bias 

amplitude of (a) 2 Vpp and (b) 20 Vpp. 

Fig. 3 Local C-V curve observed with a 

70-nm-thick LiTaO3 single-crystal sample. 

Fig. 4 Harmonic SNDM images observed with a depolarized 

LiTaO3 sample at an AC-bias voltage of 20 Vpp. 
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